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Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a materialelor nanostructurate cu proprietăţi semiconductoare, ce pot fi 

utilizate în optoelectronică, în special în diode elecroluminescente, fotoreceptoare pentru domeniul spectral UV. 

Procedeele de obţinere a semiconductorilor pe bază de GaN:Mg constau în aceea că se dizolvă azotat de galiu 

Ga(NO3)39H2O în apă distilată, soluţia obţinută se ajustează până la pH9, se efectuează doparea cu magneziu prin 

introducerea în soluţie a acetatului de magneziu Mg(CH3COO)2 sau a acetatului de magneziu tetrahidrat 

Mg(CH3COO)24H2O cu concentraţia de 0,412,00% mas., suspensia obţinută se introduce într-o autoclavă, iar 

procesul de autoclavare se realizează la temperatura de 220°C timp de 124 ore, particulele obţinute de Ga2O3:Mg 

se separară prin decantare şi filtrare, se usucă la 80°C timp de 2 ore, după care se efectuează procesul de nitrurare în 

flux de amoniac şi hidrogen, într-un reactor de cuarţ, cu obţinerea nanoparticulelor sau nano- microfirelor de GaN:Mg. 
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